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Juntura MOS

1. ldentificacion de materiales y valor de parametros eléctricos
2. Distribucion de carga para distintos regimenes
3. Curva Capacidad-Tension



Enunciado

Para una estructura MOS con poly-silicio tipo N, N, = 10" cm™, V_=0.547 V,

y*=0.545Vy C'_=2.46 10" F/cm?, considerando que esta polarizado con:

Vg, € {2V, V0, V., 2V}

hallar
1. Las caidas de potencial en el oxido y en el SC, AV, , AV,
2. La carga por unidad de superficie en la interfaz poly-6xido Q'Poly_OX
3. La capacidad por unidad de area C'



Del ejercicio anterior sabemos
que el substrato es tipo P y los

Enunciado valores de V__ y ¢

Para una estructura MOS con poly-silicio tipo N, N, = 10" cm™, V_=0.547 V,

y*=0.545Vy C'_=2.46 10" F/cm?, considerando que esta polarizado con:

Datos

V., €{2V,V__, 0,V,, 2V} Pote ey S, P

Ng,, = 10" cm™
ha”ar V,=0.547V
Y2=0.545V

p . ;o C'ox = 246 nF/cm?
1. Las caidas de potencial en el 6xido y en el SC, AV, , AV, Vs =

2. La carga por unidad de superficie en la interfaz poly-6xido Q'Poly_OX

Se resuelve en el
siguiente video



Enunciado

Resultados
Ves -2 Vg 0 Vi
Q,,
AV
AV,

Para resolver el enunciado debemos
completar una tabla de este estilo



Enunciado

Resultados
Vg -2 Ve, 0 V.
Q,p-o
AV_ 3 2 1 4
AV,

Para resolver el enunciado debemos
completar una tabla de este estilo




Vaciamiento (en este caso Eq. Térmico)
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Ve =0

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V
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Ve =0

Diagrama de portadores en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V
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Ve =0

Diagrama de portadores en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V

Resultados
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Vg =0

Diagrama de densidad de carga en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V

Alog ny(z),log py(z)
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VGB =0 Diagrama de densidad de carga en vaciamiento Aloz 1o(2) Jog po(2)
Datos
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VGB =0 Diagrama de densidad de carga en vaciamiento Alogno(@) log (@)
g 1ol ),108 Po
I S Loy,
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Diagrama de densidad de carga en vaciamiento

GB Alog ;z\;:ﬁf':‘,logpo(x)
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VGB =0 Diagrama de densidad de carga en vaciamiento R Jog pol)
g 1ol ),108 Po
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VGB =0 Diagrama de campo eléctrico en vaciamiento
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VGB =0 Diagrama de potencial en vaciamiento

Alog ny(z),log py(z)
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Vg =0

Diagrama de potencial en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V

Resultados

Vg = OV

il - 2
Q' , = 125nC/em

Para hallar AV__hay que integrar
el campo eléctrico y no da ...
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VGB =0 Diagrama de potencial en vaciamiento Aloz 1o(2) Jog po(2)
Datos .
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V.. = Diagrama de potencial en vaciamiento
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V..=0 Diagrama de potencial en vaciamiento
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VGB =0 Diagrama de potencial en vaciamiento
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Ve =0

Diagrama de potencial en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V
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V. =

GB 0

Diagrama de potencial en vaciamiento

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V
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Vaciamiento (en este caso Eq. Térmico)

R
Ves 2 Ves 0 Vi
Q. 125 nCl/cm?
AV, 506 mV
AV, 464 mv




Banda Plana

Resultados
Ves 2 Vre °
Q.. 125 nC/cm?
Avox 506 mV
AVBu 464 mV




VGB = VFB

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V
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VGB = VFB

Diagrama de portadores en banda plana

Datos
Poly-N y Subs. P
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VGB = VFB

Diagrama de densidad de carga en banda plana

Datos
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VGB = VFB

Diagrama de campo eléctrico en banda plana

Datos
Poly-N y Subs. P
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VGB = VFB

Diagrama de potencial en banda plana

Datos
Poly-N y Subs. P
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VGB = VFB

Diagrama de potencial en banda plana

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm

V,;=0.547V
Y2=0.545V

C’ox = 246 nF/cm?
Vi = -y =-0.97 V

Resultados

Vg, =-0.97 V

Q =0

p-0

Alog no(z),log po(x)

AV_=0

(00,

AV, =0

Bu

Metal

SiO

Semiconductor

QNR

= LN,
- e n . ”72
: N,
- jt()x -T_do Ifl—max >93
. Ar@)
— >
q N
AP @)
J i -,
- Ao
-———— \ DN+
N
E AY . .
: N : :
. N Tdo  Ld-max
— . — >
- dpl S~ o
M| O S




Banda Plana

Resultados
Ves E Ves °
@, 0 125 nC/cm?
AV 0 506 mV.
AV, 0 464 mV




Acumulacion

Resultados
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@, 0 125 nC/cm?
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AV, 0 464 mV




VGB =-2

Datos
Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm
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VGB =-2

Diagrama de portadores en acumulaciéon

Datos
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VGB =-2

Diagrama de portadores en acumulaciéon

Datos
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Vg = -2

Diagrama de densidad de carga en acumulacién
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Vg = -2

Diagrama de densidad de carga en acumulacién
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Diagrama de densidad de carga en acumulacién

Poly-N y Subs. P
Ng, = 10" cm
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Vg = -2

Diagrama de campo eléctrico en acumulacién
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Vg = -2

Diagrama de potencial en acumulacién

Datos
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Diagrama de potencial en acumulacién
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Acumulacion

Resultados
Ves -2 Vg 0
Q.|| -253nC/cm? 0 125 nC/cm?
AV_ 1.03 V 0 506 mV
AV, 0 0 464 mV
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AV_ 1.03 V 0 506 mV
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Ves = Vi

Diagrama de portadores en el umbral
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Ves = Vi

Diagrama de portadores en el umbral
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Vs = Vr

Diagrama de portadores en el umbral
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Vs = Vr

Diagrama de portadores en el umbral
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Vs = Vr

Diagrama de portadores en el umbral
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Vs = Vr

Diagrama de portadores en el umbral
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VGB = VT Diagrama de portadores en el umbral
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Vs = Vr

Diagrama de portadores en el umbral
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V..=V Diagrama de portadores en el umbral
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Umbral

Resultados
VGB -2 VFB 0 VT
Q. | -253nC/cm? 0 125 nC/cm? 166 nC/cm?
AVOX 1.03V 0 506 mV 677 mV
AV, 0 0 464 mV 840 mV




Inversion

Resultados
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AVOX 1.03V 0 506 mV 677 mV
AV, 0 0 464 mV 840 mV
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de densidad de carga en inversion
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Diagrama de densidad de carga en inversion
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Diagrama de densidad de carga en inversion
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Diagrama de densidad de carga en inversion
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Diagrama de densidad de carga en inversion
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Vg =2

Diagrama de densidad de carga en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Diagrama de portadores en inversion
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Resultados
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